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E. BARANSKA, J. PONIATOWSKI i E. ZALEWSKI: Otrzymywanie monokrysztaléw niobianu litu metodq
Czochralskiego

Metodq Czochrolskiego otrzymano monokrysztaly niobianu litu. Wyciqgano je z tygla platynowego z
predkofciq 6-12 mm/godz. Krysztaly zarodkowane na drucie platynowym rosly w kierunku [11 - 4] two-
rzqcym kqt 12° z osiq krystalograficzng c. Oméwiono niektére rodzaje niedoskonatotci strukturalnych  oraz
wplyw parametréw technologicznych i wlasnotci cieklego niobianu litu na proces wyciqgania.

M. KUSOWSKI i J. BOGACKI: Otrzymywanie antymonu o czystoci wyzszej niz 6 N

W artykule dokonano krétkiego przeglqdu prowadzonych przez réinych autoréw proceséw destylacji i
topienia strefowego antymonu. Opisano metode oczyszczania antymonu do czystosci wyiszej niz 6 N,
z podaniem parametréw proceséw i wynikéw analizy materialu po poszczegélnych etapach oczyszczania.

M. LEJBRANDT i K. KALISZUK: Bodania nad otrzymywaniem porowatego szkieletu wolframowego metodq
spiekania aktywowanego

W artykule przedstawiono metode otrzymywania szkieletéw wolframowych przeznaczonych do wykony -
wania stykéw elektrycznych poprzez nasycanie struktur porowatych zqdanymi materialami. Przedstawiono
wplyw ciénienia prasowania na wiasnotci fizyczne spieku WNiCu, wplyw czasu spiekania na  wlasnosci
fizyko-mechaniczne spieku i wplyw czasu odparowywania miedzi ze spieku WNiCu na wilasnotci fizyko-
mechaniczne szkieletu wolframowego.

L. GLADYSZEWSKI: Masowo-spektrometryczne badanie adsorpcii tlenu na powierzchni wolframu

W pracy podano krétki opis zjawiska fonizacji powierzchniowej tlenkéw lantanu, ceru, prazeodymu i
neodymu oraz podano wyniki bada wlasnych nad adsorpciq tlenu na powierzchni wolframu. Pomiary wy-
konywano technikq spektrometrii mas.

J.T. CHRUSCINSKA: Oznaczanie sodu w BBrg, PCI3 i POCI3 metodq fotometrii plomieniowej

Opisano metode oznaczania §ladéw Na w BBr3, PCl3 i POCI3 z zastosowaniem fotometru plomieniowe-
go Zeissa model |lIl. Gl¥6wny skladnik usuwano przez odparowywanie w strumieniu suchego argonu. Gra-
nica wykrywalnotci - odpowiednio wynosi 0,1, 0,15 i 0,3 ppm.

l. WOLNIK i CZ. JAWORSKI: Oznaczanie tlenu i pary wodnejw gazowym chlorowodorze

Opisano metody oznaczania tlenu i pary wodnej w gazowym chlorowodorze. Tlen oznacza sig metodq
chromatografii gazowej po uprzednim oddzieleniu HCl w 20% roztworze KOH, pare wodnq metodq punk -
tu rosy na podstawie wyznaczonej doéwiadczalnie krzywej kondensacji dwuskladnikowej mieszaniny: HO
= HCI. Dolne granice oznaczalnotci: O - okoto 0,001% H20 - 0,0008% obj.

J. NOWACKI] i J. KALBARCZYK: Tioczywa niskociénieniowe w metodzie prasowania przetlocznego

W artykule oméwiono wainiejsze wlasnosci tloczyw niskociénieniowych stosowanych do hermetyzacji
przyrzqdéw elektronowych metodq przetlocznq. Zwrécono uwage na niektére parametry tloczyw majqce
istotne znaczenie dla jokotci wykonywanych elementéw.
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E. BAPAHBCKA, 0. [TOHATOBCKM, E. 3AJEBCKU: [lonydeHme MOHOKPMCTAJIJIOB HuoGara
JUTHA MO MeToZy YOoXDPanbCKOI'O

BuTArnpaHMe MOHOKDUCTANJIOB MeTaHMOOAaTa JUTUSA NPOM3BOAMIOCH MO MeToZy Yox-
PaJIBCKOTC B INIATMHOBHX TUTJIAX CO CKOPOCTBW 6-I2 MM/uac. llpu miaTuHOBOU _ _3a-
TPABKE., KDUCTANJH pacTyT B HampasiaeHuu (II.41. o6pasva ¢ ockb "C" yroa I2Y.Ha-
GnIapTCA HEKOTODHE CTDYKTYHHWE HECOBEDLEHCTBO. MCCIEeZOBAHO BIMAHME TEXHOIO-
THMYECKNX IapaMeTpOB U CBOHCTB HUAKOI'O METAHKOOATA JUTHUA HA MPOLECC DOCTA MO-
HOKDUCTAIJIOB,

M. KYCOBCKMA u K. BOTALKN: MonyuyeHue CYPBHMH XMMMYECKOR UMCTOTH CBHUE 6 N

B craThe NpeACTaBIEH KOPOTKUA 0630p MPOBOAMMHX DPA3JIMUYHHMM aBTODAMU Npoiec-
COB IMCTWIALUM W 30HHOH NMIaBKM CYPBMH. OnucaH MeTOZ OYMCTKMA CYDPBMH 70 XuMU—
YEeCKO# UMCTOTH CBHIle 6 N ¢ yueTOM [apaMeTpoOB MPOLECCOB U DE3YJIBTATOB aHAIM3a
MaTepuUasa I0Cje HECKOJBKMX STANOB OUMCTKM.

M. IEHBPAHRT, K. KAJTMUYK: MccrenoBaHua, NMpPOBOAMMHE MpH MONYYEHMM NODUCTOTO
BOJIBPAMOBOIO CKEJETa, METOJOM CIEKaHud

B craThe NpeACTABIEH METOZ NMOJYYESHWA KPUCTANINUECKUX CKHEIETOB, AJIA U3[OTO-
BIEHUA 3MEKTRUYECKMX KOHTAKTOB, IYTEM HACHIEHMA MODUCTHX CTPYKTYD  TpeOyEeMHM
MaTepuaioM. llokasaHHO BAMAHME LABIEHMS NPECCOBAHMA M BPEMEHN CIEKAHUA HA (PUam—
KO-XUMIUECKME cBOficTBa cneka WNiCu, a TakXe BIWSAHME BPEMEHN BWIADMBAHWA MENU
U3 clieka WNiCu Ha (U3MKO-XUMMUECKME CBOKCTBA KDPUCTAJIMYECKOTO CKelleTa BONbdHpa-
Ma.

. TIAIHUEBCKN: WUccnegzoBaHue METOZOM CIIEKTDPOMETDMM Macc aZcopOLUuM KMCIOopoza
Ha IOBEPXHOCTM BOJABPDPIMA.

B cTaThe KOPOTKO OMUCAHO ABIEHME NMOBEDXHOCTHONA WMOHMBALMM OKMCIOB JlaHTAHA,
uepus, Npas3eoAnMa, HEOZUMA, & TAK K€ NPEACTABIEHN DE3yNBTATH HallMX MCCIEZOBa—
HUM IO 87COPOLUM KUCIOPOZ3 HA NOBEPXHOCTM BOJAb(paMa. W3MEDEHMS IPOM3BOLUIACH
METOZOM CIIEKTPOMETDUM MACC.

N.T. XPYCTUHBECKA: OmpezeneHue CieZOB HAaTpua B BBry, PCl3, POCl3 nNnaMeHHuM (OTOME-
TPUYECKUM METOZOM.

B Hacrosime#t crTaThe OnMcaHW METOZH ONpeZesieHus ciaeZoB Na B BBrg, PCI3, POCI3
nnaMeHEnM goTomerpom lafica mozens III. OCHOBHHE 3MEMEHTH YAAJIEHH METOZOM BhHIA-
pUBAHMA_B NOTOKE CYXOr'0 aprosa. [Ipezen BHKpHBAEeMOCTHM B rpaHuuax [-I0~~,I,5.10=,
# 3.I0-5Bec % COOTBETCTBEHHO.

. BOJBHUK u 4. ABOPCKU: OnpezeneHue cozepxaHMf KUCIOPOZa Y BOLAHHWX MAapoB B
Ira3000pa3HOM XJIOPUCTOM BOJODOZE .

B craThe onucaHn METOZH ONpPEAENEHUA KUCIODOZa U BOAAHHX MApOB B I'a3000pas-
HOM XJIOPMCTOM BOZAODOZE. HUCJIODOA ONpeAesaicA MeTOZOM [a3oBOdl xpomaTorpaduu mo-
clle NMpeABapuUTENBHOI'O OTZAENEHMA XJIOPUCTOrO BOZOpPoAa B 20% pacTBOpe eAKOI'0 Kamm.
Bozanue nape onpenensgoTCA MeTOZOM TOUKM DOCH, ONEpPAACh HA 3KCIEDUMEHTANBHO O-
npeZell€HHYD KPUBYHD KOHAEHCAUMM ABYXKOMIOHEHTHO#l cMecu: HpO-HCI.  HumuaAa rpa-
Huua ompegemumoctu: 02 - oxomo O0,00I%, HpO - 0,0008% mo oGneMy.

fl. HOBALKWN, 0. KAJDBBAPYHK: [lopowox naa [MpeccOoBaHMA NOZ HU3KUM LaBIECHMEM IO Me-
TOJly JNMTHEBOI'O NpeccOBaHMA

B craThe mpeACTaBIEHH OCHOBHHE CBO#CTBA MOPOWLKOB NPECCYEMHX MOZ HU3KUM Za-
BICHNEM, NDUMEHAEMHX ZJNA TePMETM3aUWy 3MSKTDOHHWX NpPUGOPOB 10 METOZY NMTHEBO-
TO mpeccoBaHmsd. OGpalleHO BHUMAHWE Ha HEKOTODHE NapaMeTpH NMPEeCCOBOYHHX  IODO—
LKOB, MMEWIME CyWeCTBEHHOE 3HAUEHME IJIA KAUECTBA W3TOTOBIAEMHX BSIEMEHTOB.
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M. G. MILWIDSKIJ, J. N. WORONOW: World state of technology of GaAs bulk single -crystal growing

The paper contains a discussing on technology of GaAs single -crystal growing by L.E.C. technique and hori-
zontal method.Disadvantages and advantages of both methods were analysed. The results of researches were
presented and basing on these, the technology of high quality GaAs single -crystal growing with wide range
of physical ~electrical parameters and dislocation density not higher than 103¢m~2 were worked out.

W. ZDANOWICZ, K. KLOC, A. KALINSKA, A, BURIAN: Preparationand morphology of single crystals of
A gV

A3 compounds

The technology of preparation single crystals of A,.”B v semiconducting compounds is described. They belong
to tetragonal crystallographic system, By means of microscopic and rentgenographic methods and chemical
etching the morphology of crystals growth was inwestigated.

W. PYZUK, T. KRUPKOWSKI, W. VIETH, T. DROZDZ: Investigation of 4,4’ ~dihexyloxyazoxybenzene - 4,4
~azoxyanisole system by differential thermal analysis

The method of DTA has been adopted to drow phase diagrams by cooling and heating the solutions of 4,4 -dihe
xyloxyazoxybenzene in azoxyanisole. The experimental cerves were compared to data calculated for an ideal
solution, The polymorphic transition heat of azoxyanisole was estimated. The analysis of thermograms of the
heated samples provides a method to evaluate the temperature of the liquidus and enables to find the eutectic
composition.

P. DRZEWIECKI, A, JASKOLSKA, A, CZERWINSKA: Trends in silicon wafers production

Actual trends in silicon wafers production are reviewed. The progress in shaping operations, such as slicing,
etching and polishing is discused. Some economic problems of these process are also mentioned.

E. RADZISZEWSKA -KEPKA: Polycrystalline alumina ceramic

Results of researchs made in O NPMPwith a preparing polycrystalline alumina ceramic /type of LUCALOX/

are discussed. The basic properties of this ceramic with the comparison other ceramics of the same kind are also
given,



INFORMACJUA DLA AUTOROW

W celu utatwienia prac redakcyjnych zwiqzanych z przygotowaniem materialu do druku redakcja prosrosi Auton
o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1. Objetosci artykutéw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron maszynopisu.

2. Artykuly powinny by¢ napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie, z interliniq ,q /co dru
gi wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duzq czcionkq. Na arkuszu nie powinno byé wieceikej niz
31 wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinny byé numerowane.

3. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyé miejsca, w ktérych powinny byé& umieszczone rysunki i tabebele.

4. Wszystkie tabele i zestawienia /unikaé zbyt duzych/ nalezy wykonywaé¢ osobno /nie w maszynopisidsie ca=
tego ortykutu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych arkuszach i numerowaé kolejno. U géry kazdej #j tabeli
podaé tytut objasniajqey.

5. Artykuly nalezy nadsytaé w 4 egzemplarzach; powinny byé dotqczone do nich krétkie streszczenia wa w jezy-
ku polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/.

6. Artykuly powinny w zasadzie byé podzielone logicznie na czefci, a w czeéei koficowej winny by é s¢ sformulc
wane wnioski. Tytutéw rozdziatéw nie nalezy podkreslaé. W miare moznoéci unikaé podziatu ortykukutu na
oddzielnie zatytutowane czegsci.

7. Rysunki powinny byé nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zalqczone oddzielninie w
usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalezy sporzqdzaéaé oddzie
Inie /niezaleinie od tekstu artykutéw/, w 4 egzemplarzach. Rysunki nalezy wykonywaé na przezrococzystej
kolce drukarskiej.

8. Fotografie powinny by¢& ostre i wykonane na biatym blyszczqcym papierze fotograficznym. Numery fy fotograf
i powigkszenie nalezy podawaé no odwrocie - otéwkiem. Numeraciq nalezy objqé rysunki i fotografafie tq-
cznie /nie stosowaé oddzielnej numeraciji dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

9. Po zakohczeniu artykutu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajqc kolejno nazwisko autora i pierierwsze
litery imon, petny tytut dzieta lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i1 i rok,
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny byé numerowane, w tekscie powolania r1 na nu-
mer pozycii w nawiasach kwadratowych, np.[1].

10. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we wzorach itptp. powin
ny byé zgodne z terminologiq przyjetq przez Polskie Normy, Migdzynarodowy Uktad Miar /SI/ oraziz i in=
nymi obowiqzujqcymi przepisami.

11. Maszynopis powinien byé bezwarunkowo przejrzany przez Autora. Poprawek na stronie nie powinno o byé
wigcej niz 5. \

12, Redakeja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakeyjnych, niezbednych skr6tévéw, ko-
rekty stylistycznej itp.

13. Fakt nadestania pracy do wydrukowania w "Materiatach Elektrycznych" uwazany jest za réwnoznaczczny
z oSwiadczeniem Autora, Ze proca nie byto drukowana ani wysytana do drukowania w zadnym innymm cza=
sopi$mie krajowym lub zagranicznym.

14. Autorzy proszeni sq o doktadne podawanie adresu i numeru telefonu celem tatwiejszego porozumieninia sie
i ewentualnego naleznego honorarium.

WPM "WEMA", Warszawa 1976. Wyd. |. Naklad 50C+60 egz. Zam. 132C/76-Z/C
Druk: Zaklad Poligraficzny WPM "WEMA", Zam. 398/76. J-55
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